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我々は高温超伝導体 Bi2Sr2CaCu2O8+δ(Bi2212)の単結晶を用いた THz波発振素子を開発している[1]。こ

の素子の発振特性には素子の温度分布が大きく関わる事が分かっており、局所的な温度分布(ホットス

ポット)が素子の性能向上に寄与する可能性も指摘されている[2]。しかし素子の温度制御を発振性能の

向上に繋げるためには、素子の温度分布と発振特性の関係をより詳細に理解する必要がある。本研究で

は、我々が開発したサーモリフレクタンス法[3]による測定を通して、発振強度や発振周波数、共振モー

ドなどの素子の動作状況の理解を深めていく。 

 サーモリフレクタンス法は、物質の反射率の温度依存性を利用した温度測定手法である。本手法では、
素子表面に塗布されている Au 薄膜の反射率の投入電圧に依存した変化から、素子の温度変化を測定す

る。実際には，素子への印加電圧と CCD カメラのシャッターのタイミングを同期させ、特定のバイア

ス点における画像を記録した。そして、それぞれのバイアス点の画像(R)と、印加電圧がゼロの時の画像

(R0)との差分(ΔR=R-R0)を取り、反射率の変化量(ΔR / R0)を求めることで、温度変化に対応した画像が得

られる。 

Fig. 1 に 80×400×2.6 µm3の長方形型の発振素子の測定結果を示す。Fig.1(a)は、20 Kにおける素子の電

流-電圧特性(IVCs)である。図中の番号に従うヒステリシスを伴った IVCs が得られた。Fig.1(b)~(d)は、

素子の光学写真と IVCs上の点 5及び点 6でのサーモリフレクタンス画像(ΔR / R0)である。投入電力が大

きいところで局所的な加熱を反映した画像が得られている。またバイアス点が、5 から 6 に移るところ

で、発熱の位置が図の右側にずれることがわかる。これは，IVCsのバイアス点が 5から 6に移る間に、

素子の温まり具合が変化していることを示している。これには、評価素子の電極構造が寄与している可

能性がある。当日はこのような素子の温度分布測定の結果から、素子の性能を向上させる温度分布の条

件について議論する。 
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Fig. 1 (a) Current-voltage characteristics (IVCs) of the mesa structure with the dimensions of 

80×400×2.6 µm3 observed at 20 K. ΔR/R0 images were taken at different bias points 

denoted by the numbers on IVCs. (b) An optical photograph of the mesa structure.  (c) and 

(d)ΔR/R0 images of the sample obtained at point 5 and 6 on IVCs.  
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